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z probkami (3), przetwornik analogowo cyfrowy, gdzie obudowa
mikroczytnika jest wykonana z nieprzezroczystego materiatu.
(11 zastrzezen)
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Al (21) 429730 (22) 201904 25

(51) GOTN 21/65(2006.01)
GOTN 33/574(2006.01)

1) POLITECHNIKA +tODZKA, t6dz
(72) ABRAMCZYK HALINA; BROZEK-PtUSKA BEATA

(54) Sposoéb wykrywania zmian nowotworowych tkanek
ludzkich

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob wykrywania zmian now-
otworowych tkanek ludzkich, polegajacy na przygotowaniu prébki
tkanki badanej na obecnos¢ nowotworu, w czasie nie dtuzszym niz
1h od chwili jej pobrania, w temperaturze pokojowej, naniesieniu
prébki na materiat o transmitacji w szerokim zakresie spektralnym
200-4000 cm™, umieszczeniu szkietka z probkg na stoliku konfoka-
Inego mikroskopu Ramana, skalibrowanego w drodze pomiaru
widma Ramana prébki wzorcowej krzemu - pasmo referencyjne
520,7 cm!, o$wietleniu probki $wiattem lasera o barwie zielone),
a takze zarejestrowaniu obrazowania Ramana dla parametrow: czas
integracji — co najmniej 0,5 sekundy oraz moc wigzki lasera co na-
jmniej 10 mW, przy czym widmo Ramana rejestruje sie z wykorzyst-
aniem monochromatora z siatkg dyfrakcyjng o ilosci rys co najmniej
600/mm, kamery CCD pracujacej w temperaturze co najmniej-60°C
oraz stosujac zakres spektralny od 200 do 4000 cm™ i wykorzystujgc
obiektyw o powiekszeniu od 20x do 60x, wyeliminowaniu prom-
ieniowania kosmicznego, odcieciu tta oraz wygtadzeniu widma
z wykorzystaniem oprogramowania mikroskopu konfokalnego,
analizie wzajemnych proporcji obszaréw rézowych i fioletowych,
wedtug wynalazku charakteryzuje sie tym, ze widmo Ramana
wygtadza sie metodg Savitzky-Golay, w programie do obrébki
zarejestrowanych widm Ramana generuje sie mapy w oparciu
o filtry z maksimum dla 2854 cm™ i 2898 cm™, 2940 cm, kolejno
mapy importuje sie do programu do obrobki graficznej i generuje
obraz ostateczny poprzez natozenie obrazéw wygenerowanych
w oparciu o filtry z maksimum dla 2854 cm™ 1 2898 cm!, 2940 cm,
nastepnie nadaje sie na filtr 2854 cm™" kolor biaty, na filtr 2898 cm™
kolor rézowy i na filtr 2940 cm™ kolor fioletowy.

(10 zastrzezen)

AT (21) 429692 (22) 201904 23
(51) GOTN 29/00(2006.01)

GOTN 29/24 (2006.01)
GOTN 33/205(2019.01)
B06B 3/00 (2006.01)
(71)  ZRODOWSKI tUKASZ, Warszawa
(72) ZRODOWSKI LUKASZ
(54) Sposob wytwarzania sonotrod zwilzalnych przez

ciekte metale

(57) Sposéb wytwarzania sonotrody chtodzonej cieczg i wyko-
nanej z materiatbw o temperaturze topnienia powyzej 2200 K,

przeznaczonej do pracy z ciektymi materiatami metalicznymi.
Charakteryzuje sie tym, ze w miejscu styku sonotrody z ciektym
materiatem metalicznym przeprowadza sie obrébke dyfuzyjng sku-
pionym Zrodtem energi.

(5 zastrzezen)

Al (21) 429725 (22) 201904 24
(51) GO1R 19/175(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISEAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) PIATEK PAWEL; PAULUK MARIUSZ; DZIWINSKI TOMASZ

(54) Uktad detekgji przejscia napiecia przemiennego
przez zero

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest uklad detekcji przejscia napiecia
przemiennego przez zero, ktory zawiera pierwszy poduktad za-
wierajacy pierwsza diode (D,) potaczong réwnolegle z pierwszym
tranzystorem (Q,), jednoczesnie pierwszy poduktad potgczony jest
szeregowo z drugim poduktadem zawierajgcym drugg diode (D,)
oraz z uktadem transoptora (FR).
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(4 zastrzezenia)
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Al (21) 432221 (22) 20191216
) GOTR 29/24(2006.01)

) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
2) ZYGARLICKI JAROSEAW; NAGI tUKASZ
)

54) Uktad detektora tadunku elektrycznego

(57) Uktad detektora fadunku elektrycznego charakteryzuje sie
tym, ze elektroda pierwsza (E1) potgczona jest z koncdwka pierwsza
neondwki (N) i ze stykiem zwiernym pierwszego zestyku przetgcza-
jacego przekaznika (P), ktérego styk wspdlny potaczony jest z kon-
cdwka pierwsza kondensatora pierwszego (C1). Elektroda druga (E2)
potaczona jest z kofcowka pierwsza rezystora (R) i ze stykiem
zwiernym drugiego zestyku przetaczajacego przekaznika (P), ktore-
go styk wspolny pofaczony jest z korncdwka pierwsza kondensatora
drugiego (C2). Neondwka (N) umieszczona jest w nieprzezroczyste]
obudowie (ON), przez $ciane ktérej do jej wnetrza wprowadzona
jest koricowka pierwsza swiattowodu (S). Fototranzystor (T) umiesz-
czony jest w nieprzezroczystej obudowie (OT), przez sciane ktorej
do jej wnetrza wprowadzona jest koncdwka druga swiattowodu (S).

(1 zastrzezenie)
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